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【はじめに】グラフェンはナノカーボン材料の一つであり、優れた特性からトランジスタ 

や集積回路、透明導電膜といった様々な分野への応用が期待されている．しかしデバイス 

化には様々な問題点を抱えており、その一つが転写プロセスの存在である．本研究の目的 

は転写プロセスを用いることなく、大面積グラフェンを基板上へ直接成膜することであ 

る．これまでに我々は PVA(Polyvinyl Alcohol) を用いて酸化物基板上へのグラフェン成膜 

を報告した[1, 2, 3]．本研究では真空加熱後の冷却時間を変化させることで、グラフェンの 

ドメインサイズの改善を試みた． 

【実験】スピンコート法によりシリコン基板上に PVAを成膜した後、さらに気相成長法に 

より Ni膜を生成した．次に炭素の拡散を抑制するために Ni表面を低温酸化させた後、真 

空中で加熱・冷却を行いグラフェンを成長させた．最後に表面の Ni及び N 酸化膜を除去 

した．形成されたグラフェンの解析にはラマン分光法を用いた． 

【結果】スピンコート PVA 表面に約 100nmの Ni膜、3nmの Ni酸化膜を形成した後、 

900℃で 30分の真空加熱、15分間で 500℃までの冷却を行い、最後に室温まで自然冷却を 

行うことにより形成されたグラフェンのラマンスペクトルを図.1に、光学顕微鏡図を図 2 

に示す. そのピーク比 D/Gと G/2Dはそれぞれ 0.83、0.95であった．ドメインサイズは冷 

却時間を変化させなかった場合と比べ、400%程向上した．本結果が示すように加熱後の冷 

却時間を変化させることで、グラフェンのドメインサイズ向上が確認された． 

  

 

 

 

 

 

 

図 1 加熱温度 900℃におけるラマンシフト    図 2 シリコン基板に形成された 

グラフェンの光学顕微鏡像 
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